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Cu(In1−x,Gax)Se2(CIGS)は直接遷移型半導体であり、非常に大きな吸収係数を持つことからフレ

キシブルな薄膜太陽電池材料として大きく期待されている。また、InとGaの組成を変化させるこ

とによってバンドギャップエネルギーを 1.0 – 1.7 eVの範囲で制御可能であり、太陽光スペクトル

に対して最適化することも比較的容易である。CIGS薄膜太陽電池は研究室レベルでは光電変換効

率 20%を超えており [1]、既に実用化もされている。現在でも更なる高効率化に向けて作製方法

の改善などが精力的に行われているが、その一方で基礎物性については不明な点も多い。なかで

も、光によって生成されたキャリアがどのように緩和し、高い変換効率を生じているかについて

の議論は発光ダイナミクス測定の報告以外にはほとんどない [2, 3]。発光ダイナミクスは少数キャ

リアの緩和を反映しやすいため、併せて過渡吸収ダイナミクスを測定することによって、光キャ

リアダイナミクスの全貌を理解することができる。

そこで我々は、三段階法及び同時蒸着法によって作製されたCIGS薄膜試料に対して、フェムト

秒パルスレーザーを用いた過渡吸収ダイナミクス測定を行った。今回用いた薄膜試料は全て光電

変換効率が良いGa組成 x ∼ 0.4、バンドギャップエネルギー ∼ 1.2 eVのものである。透過光が十

分な強度となるように、膜厚が 200及び 400 nmの比較的薄い試料を用いた。このような試料に対

してポンプ光エネルギーを 1.91 eVに固定し、プローブ光エネルギーを 0.8 – 1.0 eVの範囲で掃引

して過渡吸収ダイナミクスを測定した。その結果、0.8 – 0.95 eVの範囲で Photobleachingの信号

が得られ、その緩和寿命は 5 ps程度であった。Photobleachingの信号は準位の存在を示唆してお

り、0.8 eVに欠陥に由来する準位があるという過渡光容量測定の報告とも矛盾しない結果である

[4]。また、0.3 ps程度の初期の立ち上がり時間を観測した。これは、バンド端から欠陥準位への

キャリア緩和が比較的遅いことを示している。講演では、バンド端近傍の過渡吸収及び発光ダイ

ナミクスと併せ、異なる条件で作製したCIGS薄膜試料における光キャリアダイナミクスについて

議論する予定である。
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